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Elektronisches Bauteil mit mehrschichtiger Umverdrahtungs- 



Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauteil mit einer 
mehrschichtigen Umverdrahtungsplatte, die einen Schaltung- 
schip, insbesondere eirien magnet isches Speicherchip trSgt und 
ein Verfahren zur Herstellung desselben. 

Elektronische Bauteile mit einem Halbleiterchip, insbesondere 
mit einem magnetischen Speicherchip/ sind durcli magneLltsche 
Felder aiis dem Umfeld der elektronischen Bauteile, wie Trans- 
format oren, Netzgerate, GeblSsemotoren und dergleichen beson- 
ders gefahrdet, wobei unbeabsichtigte Schaltvorgange in den 
Schaltungschips ausgel5st werden k5nnen. Magnetische St5run- 
gen von nur wenigen Zehntel Oerstedt kdnnen bereits Fehlfunk- 
tlonen auslosen, zumal die Schwellenwerte ftir eine logische 
Null und eine logische Bins mit zunehmender Miniaturisierung 
der Schaltungszellen standig minimieft werden* WShrend elek- 
tronische Bauteile auf der Basis von Flachleiterrahmen durch 
die metallischen Strukturen eine begrenzte Schutzwirkung auf- 
weiseh, entfHllt diese vollstandig bei elektronischen Bautei- 
len auf der Basis von BGA-Typ-Gehausen (Ball-Grid-Array-Typ) . 

Abschirmungen auf der Basis von Permalloy oder Alloy 42 haben 
den Nachteil einer zur Abschirmung von Grofigeraten hohen Re- 
manenz^ so dass diese Materialien sich wie ein Permanentma- 
gnet yerhalten, das heifit, nachdem sie einem Magnetf eld aus~ 
.gesetzt wurden, bilden sie ein permanentes eigenes Magnetfeld 
aus und kOnnen damit die FunktionstUchtigkeit von elektroni- 
schen Bauteilen mit einem Schaltungschip beeintrachtigen oder 
auf Dauer schadigen. Deshalb kann der Einsatz von Flachlei- 



platte und Verfahren zur Herstellung desselben. 



Beschreibung 
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terrahmen aus derartigen Mateirialien oder Abschirmgeh^usen 
aus Materialien mit hoher Remanenz die gewollte Abschirmwir- 
kung fur eleJctronische Bauteile mit einem Schaltungschip in 
das Gegenteil umkehrenr so dass der Schaltungschip dauernd 
durch ein verbleibendes Restmagnetf eld aufgrund der hohen Re- 
manenz dieser Materialien geschadigt wird. 

. Aufgabe der Erfindung ist es, ein elektronisches Bauteil an- 
zugeben, das eine Struktur aufweist, die den Schaltungschip 
vor magnetischen Stdrfeldern schutzt und Fehlf unktionen auf-- 
grund von magnetischen StSrungen im Bereich von mehreren Oer- 
stedt vermindert ohne die Funktionsf ahigkeit des elektroni- 
schen Bauteils einzuschranken, 

Diese Aufgabe wird mit dem Gegenstand der unabhangigen An- 
spriiche gelost. Vortelilhaf te Weiterbildungen der Erfindung 
ergeben sich aus den Unteransprtichen, 

Erfindungsgemafi wird ein elektronisches Bauteil mit einer 
mehrschichtigen Omverdrahtungsplatte angegeben, die einen 
Schaltungschip insbesondere einen magnetischen Speicherchip 
tragt. Die Umverdrahtungsplatte weist Umverdrahtungsleitungen 
auf , die Kontaktf lachen des Chips mit AuBenkontakten des 
elektronischen Bauteils verbinden. Mindestens eine der struk- 
turierten Schichten der mehrschichtigen 'Umverdrahtungsplatte 
ist eine magnetische Abschirmschicht , welche ein amorphes Me- 
tall Oder eine amorphe Metall-Legierung auf weist. 

Eine derartige Abschirmschicht aus einem amorphen Metall oder 
einer amorphen Metall-Legierung ist mechanisch Sufierst hart 
und gibt der Umverdrahtungsplatte eine hohe Formstabilitat . 
Gleichzeitig sind amorphe magnetische Metalle oder amorphe 
magnetische Metall-Legierungen weichmagnetisch, was den Vor- 
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teil hat, dass diese Materialien nicht durch ein Magnetfeld 
polarisiert werden k6nnen und somit keine Permanesntmagnetwir- 
kuag ausbilden, Daruber hinaus wird durch die Anordnung des 
amorphen Metalls Oder der amorphen Metall-Legierung als 
Schicht einer Umverdrahtungsplatte errexcht, dass die magne- 
tische Abschimschicht in unmittelbarer NShe des zu schatzen- 
den Schaltungschips angeordnet werden kann, ohne das Herstel- 
lungsverfahren far die Schaltungschips selbst zu andern oder 
anzupassen. Es muss iedigiich eine weitere strukturierte 
Schicht in der itiehrschichtigen Umverdrahtungsplatte vorgese- 
hen werden, . 

Durch die Maiinahme, ein magnetisch abschirmendes ainorphes Me- 
tall Oder eine amorphe M^tall-Legierung als weitere Schicht 
in eine mehrschichtige Umverdrahtungsplatte zu integrieren, 
werden insbesondere Schaltungschip init magnetischen Speicher- 
zellsn vor magnetischen Stdrfeldern geschUtzt. Somit kOnnen 
insbesondere sogenannte MRAM (Magnetic-Random-Access- 
Memories) Bauteile, mit denen der sogenannte TMR (Tunnel- 
Magneto-Resistive)- Oder der GMR (Giant -Magneto-Resistive) - 
zum Speichern von Daten genutzt wird, vor magnetischen Stdr- 
feldern geschiitzt werden. Bei diesen Bauteilen wird eine 
weich- beziehungsweise hartmagnetische Lage eritweder parallel 
Oder antiparallel geschaltet, wobei eine Parallelschaltung 
einen niedrigen Durchgangswiderstand und eine Antiparallel- 
schaltung einen hohen Durchgangswiderstand bedeutet, so dass. 
die Speicherfunktion Null und Eins realisiert werden kann. 
Dabei dient die weichmagnetische Schicht als Schalter und die 
hartmagnetische Schicht als Ref erenzschicht . Fur das Schalten 
der weichmagnetischen Schicht stehen jedoch nur begrenzt hohe 
Str5me zur Verfiigung^ so dass die Koerzitivf eldstarke so 
niedrig wie mSglich zu halten ist. Somit sind diese Schaltzu- 
stande in der weichmagnetischen Schicht aufierst stOranfailig 
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und Fehlfunktionen derartiger MRAM-Bauteile werden schon bei 
magnetischen Feldern vonwenlgen Zehntel Oerstedt beobachtet. 

Mit Hilfe der erf indungsgemafien mehrschichtigen Umverdrah- 
5 tungsplatte, die eine magnetische Abschirmschicht aus einem 
amorphen f erromagnetischen Metall oder einer amprphen ferro- 
magnetischen Metall-Legierung aufweist Jconnen Storfelder von 
mehreren Oerstedt im Umfeld des elektronischen Bauteils^ die 
, . von Transf ormatoren, NetzgerSten oder Gebiasemotoren verur- 

10 sacht werden^ abgeschirmt werden. 

Wenn auch der Einsatz der erf indungsgemaiien" Umverdrahtungs- 
^ platte in elektronischen Bauteilen mit magnetischen Speicher- 

zellen besonders wirkungsvoll ist, und die Funktionsf ahigkeit 
15 derartiger elektronischer Bauteile erst- gewShrleistet , ohne 
dass groJ^e AbschirmgehSuse fiir derartige elektronische Bau- . 
teile vorgesehen werden^ kann eine derartige mehrschichtige 
Umverdrahtungsplatte auch vorteilhaft fUr Schaltungschips, 
die herkammliche Speicherzellen aufweisen oder auch fur Lo- 
'20 gikchips eingesetzt werden, zumal aufgrund der elektrischen 
Leitf^higkeit dieser amorphen Metalle auch eine Abschirmwir- 
kung gegeniiber elektromagnetischen Storfeldern, welche die 
Speicher- und Schaltf unktionen beeinflussen kSnnen, erfolgt. 
Dazu wird lediglich die magnetische Abschirmschicht in ihrer 
O |ft Struktur der Umverdrahtungsplatte far die unterschiedlichen 

Schaltungstypen angepasst. 

Als Abschirmschicht kann eine strukturierte Abschirmf olie mit 
einer Dicke zwischen 20 und 75 Mikrometern eingesetzt werden. 
30 Derartige Abschiirmf olien aus amorphen f erromagnetischen Me- 
tal len Oder Metall-Legierungen werden in Bandform hergestellt 
und eignen sich besonders zum Auf laiuinierung auf den lsolati- 
onskern einer Umverdrahtungsplatte. Dazu muss lediglich das 
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Band aus amorphem Metall strukturiert werden und kann fQr 
mehrere elektronische Bauteilpositionen einer Umverdrahtungs- 
platte eines Nutzens auf laminiert werden . 



10 



Um die Abschiinuwirkung zu erhohen, kann die Abschirmschicht 
auch mehrere gestapelte und aufeinander laminierte struktu- 
rierte Abschirmf olien aufweisen, Durch das Laminieren mehre- 
rer Abschirmf olien abereinander kann ein beliebig hoher Ab- 
schirmf aktor erreicht werden^ der ftir das erf indungsgemSBe 
elektronische Bauteil zwischen 50 und 100 liegt. 



15 



Far sine wirkungsvolle magnetische Abschirmung weisen die 
amorphen Metalle mindestens einen der f erromagnetlschen Werk- 
stoffe Kobalt, Nickel Oder Eisen auf. Als Legierungszusatz 
dient Bor, das ein amorphes Erstarren der f erromagnetischeii 
Metalle fordert, so dass die kristallinen Anteile in der ma- 
gnetischen Abschirmf olie vernachlassigbar gering sind. 



ni ft SASt-.l-.i giingsi nrtnkt.i ftn wi rd bei Wert(s%n zwischen 0^5 und 1 
20 Tesla erreicht, wobei eine satcigungsmagnetorestriJction jciei- 
ner als 0,2 x 10"^ vorliegt. Die magnetische Abschirmschicht 
der mehrschichtigen Umverdrahtungsplatte ist mechanisch au- 
Berst forms tabil und weichmagnetisch wirkungsvoll* Die Curie- 
temperatur liegt zwischen 200 *C und 500 "^C, so dass auch bei 
25 Temperaturwechseltests der elektronischen Bauteile, die zwi- 
schen -50**C und 150*C durchgefuhrt Werden, die Abschirmwir- 
kung nicht zorstGrt wird. 



Die strukturierte Abschirmschicht kann auf der Auftenseite der 
30 Umverdrahtungsplatte, die dem Schaltungschip gegeniiberliegt, 
angeordnet sein. Dazu weist die Abschirmschicht in Form einer 
Abschirmf olie mindestens Offnungen fur die in vorgegebenem 
Rastermafi ringfOrmig oder in einer Matrix angeordnete AuBen- 
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kontakte auf/Selbst eine derart strukturierte Abschirm- 
schicht verhindert einen Durchgriff von StSrfeldern auf den 
Schaltungschip und gewahrleistet aufgrund der weichmagneti- 
schen Eigenschaften der amorphen Metallschicht eine nicht be- 
5 schrankte Funktionsf ahigkeit des elektronischen Bauteils. 

Die strukturierte Abschirmschicht kann auch nSher an der 
Chipseite angeordnet werden, indem die strukturierte Ab- 
schirmschicht auf der Chipseite der Umverdrahtung'splatte la- 
10 rainiert ist- Dazu weist zumindest ftlr Logikchips die struktu- 
rierte Abschirmschicht Offnungen far entsprechende Bondkon- 
taktflachen auf* Bel Speicherchips mit Oder ohne magnetischen 
Speicherzellen kann die strukturierte Abschirmschicht ohne 
Anderung der Struktur sowohl auf der Chipseite als auch auf 
15 der AuBenseite der Umverdrahtungsplatte angeordnet werden, 

sblange die Abschirmschicht mindestens eine Bondkanalttf f nung 
in der Grafienordnung des Bondkanals des Schaltungs- bezie- 
hungsweise Speicherchips auf weist. Bei der Anordnung auf der 
AuiSenseite der Umverdrahtungsplatte , die gegenUber der Chip- 
20 seite der Umverdrahtungsplatte liegt^ konnen zusatzliche Off- 
nungen far das Freilegen von AuBenkontaktf lachen vorgesehen 
werden. 

Eine alternative Lessung besteht darin, dass die Abschirm- 
25 schicht auf der Auftenseite der Umverdrahtungsplatte lediglich 
eine Bondkanalof f nung auf weist und die Oberflache der Ab- 
schirmschicht auiienseitig von eine'r Isolierschicht bedeckt 
ist, die ihrerseits die Umverdrahtungsleitungen und die Au- 
fienkontaktf lachen fur ein Verbinden zwischen den Kontaktfia- 
30 Chen des Schaltungschips und den Aulienkontakten auf weist. 

Diese Alternative hat gegenQber einer Abschiirmschicht unmitr 
telbar auf der Aufienseite des elektronischen Bauteils den 
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Vorteil, dass keine prazisen Offnungen fur das Freilegen von 
AuBenkontaktf lachen vorzusehen sind. 

Die Abschirmwirkung der Abschirmf olien aus amorphen Metallen 
5 Oder Metall-Legierungen kann dadurch verstarkt werden^ dass 
zusStzlich zu der Umverdrahtungsplatte der Schaltungschip auf 
seiner passiven Ruckseite ganzflachig eine Abschirmf olie aus 
amorphen Metallen oder Metall-Legierungen aufweist. Durch das 
Umgeben der aktiven Vorderseite des Schaltungschips , die bei 

10 Speicherchips der Umverdrahtungsplatte zugewandt ist^ mit 

weichmagnetischen Materialien sowohl auf der passiven Rtick- 
seite des Schaltungschips als auch rait einer zusatzlichen 
Schicht in der Umverdrahtungsplatte wird ein nahezu perfekter 
Schutz vor magnetischen und elektromagnetischen Stdrfeldern 

IS fur die'aktive Vprderseite des Schaltungschips und damlt fur 
das elektronische Bauteil erreicht^ ohne dass das elektroni- 
sche Bauteil in ein AbschirmgehSuse eingebettet werden muss* 

Ein Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauteils, 
20 das eine mehrschichtige Umverdrahtungsplatte aufweist/ die 

mindestens einen Schaltungschip tragt und ■ Kontaktf lachen des 
Schaltungschips uber Umverdrahtungsleitungen der Umverdrah- 
tungsplatte mit Aui^onkontakten des elektronischen Bauteils 
verbindet, weist folgende Verf ahrensschritte auf: 

25 

Zunachst wird eine Abschirmf olie aus ambrphem Metall oder ei- 
ner amorphen Metali-Legierung fur einen Nutzen mit mehreren 
Bauteilpositionen strukturiert • Danach erfolgt ein Auflami- 
nieren der strukturierten Abschirmf olie auf die Umverdrah- 
30 tungsplatte des Nutzens- Anschliefiend werden Schaltungschips 
in den Bauteilpositionen der Umverdrahtungsplatte des Nutzens 
aufgebracht und elektrisch mit der Umverdrahtungsplatte ver- 
bunden. Der gesamte Nutzen wird dann mit einer Kunststof f ge- 
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hausemasse unter Einbetten der Schaltungschips und der elek- 
trischen Verbindungen aufgefullt. Dabei bleibt die Unterseite 
Oder auch Aulienseite,. die AulSenkontaktflachen aufweist, frei 



samten Nutzen in den jeweiligen Bauteilpositionen des Nut sens 
AuJienkontakte auf die AuJienkontaktf lachen aufgebracht warden. 
Nach dem Aufbringen der AuBenkontakte kann der Nutzen 2u ein- 
zelnen elektronischen Bauteilen getrennt werden, Um die Kann- 
ten der Kunststof f gehSusemasse abzurunden oder zu entgraten 
k6nnen Profilsfigen beim Trennen der Bauteilpositionen des 
Nutzens zu einzelnen elektronischen Bauteilen eingesetzt wer- 
den . 

Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass einzelne elektronische 
Bauteile entstehen^ deren Uitiverdrahtungsplatte mehrlagig "ist 
und mindestens eine Abschirmschicht aus einem amorphen Metall 
Oder eine r amorphen Metall--Legierung aufweist. Dieses amorphe 
Metall Oder diese amorphe Metall-Legierung wirken magnetisch 
und elektromagnetisch abschirmend und schiitzend fiir die Funk- 
tionen des Schaltungschips innerhalb des elektronischen Bau- 
teils, ohne dass ein aufieres Abschirmgehause erforde-rlich 
ist. Aufgrund der weichmagnetischen Eigenschaf ten der ferro- 
magnetischen amorphen Metalle beziehungsweise Metall- 
Legierungen wird eine verbesserte magnetische Abschirmung far 
Wechself elder erreicht. Diese Abschirmschicht kann wirkungs- 
voll kritische Magnetfelder von Transf ormatoren, Netzgeraten 
Oder Geblasemotoren im niederf requenten Bereich abschirmen^ 
ohne dass die magnetische Abschirmschicht aus amorphen Metal- 
len Oder amorphen Metall-Legierungen selbst auf Dauer magne- 
tisiert wird^ da da$ weichmagnetische Material amorpher Me- 
talle eine niedrige Remanenz aufweist* 



von Kunststof f gehausemasse . Als nachstes konnen auf dem ge- 
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Das Strukturieren der Abschirmf olie kann mittels Stanzen von 
vorbestiinmten Mas tern von Offnungen erfoigen. So kann in vor- 
teilhafter Weise ftir jede Bauteilposition bei Schaltungschips 
Oder bei Chips mit magnetischen Speicherzellen in die Ab- 
5 . schirmfolie ein . langgestreckter ' Bondkanal eingebracht bezie- 
hungsweise ausgestan'zt werden, welcher der Anordnung der Kon- 
taktflachen auf dem Speicherchip angepasst ist. Wird die Ab- 
schirmfolie hingegen auf der fiuliersten Seite der Umverdrah- 
tungsplatte aufgebracht oder angeordnet, so werden zusatzli- 
10 che Offnungen zum Freilegen oder Freilassen der Aulienkontakt- 
fl^chen, auf die in einem spateren Schritt AuBenkontakte auf- 
gebracht werden/ vorgesehen. 

Das Strukturieren der Abschirmfolle kann auch mittels Laser- 
15 abtrag oder Laserablation erfoigen, wobei ein Laserstrahl 

liber jede der Bauteilpositionen einer Abschirmf olie fur einen 
Nutzen derart gescannt wird, dass entsprechend angepasste 
Offnungen entstehen. Bei Logikschaltungen sind anstelle von 
BondkanSlen einzelne ringformig angeordnete Offnungen vorzu- 
20 sehen, die Bondkontaktf lachen auf der Umverdrahtungsplatte 
freigeben, wenn die Abschirmschicht oder Abschirmf olie auf 
der Chipseite der Umverdrahtungsplatte angeordnet wird- Wird 
hingegen die Abschirmfolle fOr die AuBenseite der Umverdrah- 
tungsplatte vorgesehen, so sind entsprechend Offnungen fiir 
25 eine Matrix von Aufiienkontaktf iSchen vorzusehen, wobei die 

Rander oder Wandungen dieser Offnungen zusatzlich mit einem 
Lotsropplacic vor Kurzscniussen zu scnu-czen sina, 

Eine derart strukturierte und vorbereitete Abschirmf olie kann 
30 anschlieBend entweder auf den IsolationskSrper der Umverdrah- 
tungsplatte unmittelbar aufgebracht warden oder wenn dieser 
K5rper bereits Umverdrahtungsleitungen aufweist, dann wird 
zunachst eine dunne Isolierschicht aufgebracht oder beim 
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Auflaminieren ein Isolierkleber eingesetzt, so dass die auf- 
gebrachten Umverdrahtungsleitungen nicht durch die Abschirm- 
folie kurzgeschlossen werden. Dies© Isolierschicht kann aucli 
bereits auf der Abschirmf olie abgeschieden worden sein, wozu 
vorzugsweise Magnesiuindxide oder Siliziiamoxide oder Silizium- 
nitrid eingesetzt werden. Diese Abscheidung unmittelbar auf 
der Abschirmf olie kann auch noch vor dem Strukturieren der 
Abschirmf olie in einer Sputteranlage erfolgen. 

Urn den Abschirmf aktor g.eeignet einzustellen^ kann entweder 
die Dicke der Abschirmf olie zwischen 20 und 75 Mikrometer va-- 
i^iie^t werden oder es k5nnen auch mehrere Abschirmf olien auf- 
einanderlaminiert werden. Da die Magnetostriktion bei eimor- 
phen Metallen vernachlassigbar klein ist, ist ein Aufeinan- 
derlarriinieren von Abschirmf olien unkritisch* 

Die Wirkung der Abschirmung kann auch verstSrkt werden, indem 
zusatzlich entweder die Ruckseite des Schaltungschips oder 
die aktive Vorderseite des Schaltungschips mit einer Ab- 
schirmf olie versehen wird,- Dabei ist jedoch zu beachten, dass 
die Rackseite geschlossen von einer Abschirmf olie bedeckt 
werden kann, wahrend die aktive Vorderseite eines Schaltung- 
schips eine strukturierte Abschirmf olie erf ordert, die die. 
Kontaktf lichen des Schaltungschips freilasst. 

Zusammenf assend kann gesagt werden, dass es grunds^tzlich 
mehrere Moglichkeiten gibt, eine magnetische Abschirmung von 
Schaltungschips zu erreichen. 

1- Eine unmittelbare Kompensation von Magnetf eldern auf dem 
Chip, wobei ein ungewolltes Ummagnetisieren schaltungs- 
technisch vermieden wird, Ein Nachteil dieser Moglich-^ • 
keit ist der hohe schaltungstechnische Aufwand fur den 
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Schaltungschip, der damit gleichzeitig in der Chipflache 
vergroiiert werden muss, was hohe Kosten verursacht. 

2, Es kann der Chip direkt abgeschirmt werden, wobei direkt 
5 auf den Chip eine Sputtermetallisierung aus magnetisch 

leitf ahigem Material aufgebracht wird. Dieses erfordert 
eine h6here KomplexitSt bei der Chiptechnologie, da zum 
Teil Materialien, wie f erromagnetisches Eisen, Nickel 
Oder Kobalt oder deren Legierungen zum Einsatz koramen, 

10 die tiblicherweise in der Halbleitertechnologie nicht 

eingesetzt werden • Schliefilich besteht die Moglichkeit, 
wenn eine gehausemaBige externe Abschirmung vermieden 
werden soil, eine sogenanhte Package-Schiarmung mit Per- 
malloy Oder Alloy 42 vorzunehmen, das in die Kunststoff- 

15 gehausemasse eingebettet wird. Der Nachteil eines derar- 

tigen abschirmenden Deckels in dem Kunststof f gehause 
ist/ dass diese magnetischen Materialien im Magnetfeld 
polarisiert werden und folglich wie ein Permanentmagnet 
auf den Schaltungschip einwirken und damit die Funktion 

20 des Bauteils einschr&nken. 

3. Abschirmungen, die fUr elektromagnetische St^^rungen ein- 
gesetzt werden, indem dUnne Kupf erschichten fUr das 
elektronische Bauteil aufgebracht werden, konnen bei 

25 rein magnetischen Storungen im Umfeld von elektronischen 

Bauteilen, wie von Transf ormatoren, NetzgerSt'en Oder Ge- 
blasemotoren nicht erfolgreich eingesetzt werden, da 
diese kritischen Magnetfelder im niedorf requenten Be- 
reich arbeiten, wahrend die elektromagnetischen Wellen 

30 hochfrequent sind und somit andere Abschirmmechanismen 

auftreten. 
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Erfindungsgemaa wird' vorgeschlagen, eine neuartige, magne- 
tisch leitfahige Folie aus amorphem Metall, wie einer 
Bor/Eisen-Legierung oder einer Bor-'Legierung mit ferromagne- 



10 
15 



20 



tischen Metallen, wie Kobalt oder Nickel, auf die . Umverdrah- 
tungsplatte eines elektronischen Bauteils auf zuiaminieren. 
Derartige Abschirmf olien konnen 20 bis 75 Mikrometer dick 
sein und einen Abschirmf aktor zwischen 50 und 100 erreichen* 
Diese erfindungsgemafie Abschirmung unterscheidet sich ent- 
scheidend von den elektromagnetischen Abschirmungen, welche 
aus Kupfer hergestellt warden und auch von Afaschiirmungeh, die 
auf Peritialloyfolien basieren, welche die oben bereits erwahn- 
ten Nachteile aufweisen. 

Hinzu kommt, dass Permalloyf olien eine hohe Abhkngigkeit in 
ihrer Abschirmwirkung von der Temperatur aufweisen, was bei 
der erfindungsgemaflen Abschirmf olie mit einer Curietemperatur 
zwischen 20O'C und SOC^C nicht der Fall ist. Ferner sind die- 
se bekannten Folien mechanisch wenig belastbar und haben 
nicht die geeignete Harte, wie es die erf indungsgem^Be Ab- 
schirmf olie liefert. Far die Abschirmf olie wird erf indungsge- 
maB ein hochpermeables amorphes Metall verwendet, welches ei- 
ne Dicke von mindestens 20 Mikrometern und hGchstens von 7 5 
Mikrometern aufweist, wobei jedoch durch Stapeln von Folien 
jede beliebige Dicke erreicht werden kann, zumal die Magneto- 
striktion vernachlassigbar klein ist und somit ein Delaminie- 
ren der gestapelten Folie nicht auftritt* 

Die Erfindung wird niin anhand von Ausfiihrungsf ormen mit Bezug 
auf die beigefiigten Figuren naher erortert- 

Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein 

elektronisches Bauteil einer ersten Ausfiihrungsf orm 
der Erfindung,'. 
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Figur 2 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein 

elektronisches Bauteil einer zweiten Ausftihrungs- 
form der Erfindung/ 

5 ' 

Figur 3 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein 

elektronisches Bauteil einer dritten Ausftihrungs- 
form der Erfindung, 

10 . Figur 4 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein 

elektronisches Bauteil einer vierten Ausf Ohrungs- 
form der Erfindung, 

Figur 5 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein 
15 elektronisches Bauteil einer ftinften AusfUhrungs- 

form der Brfindung. 

Figur 1 zeigt einen. schematischen Querschnitt durch ein elek- 
tronisches Bauteil 1 einer ersten Ausf Uhrungsf orm der Erfin- 

20 dung. Das elektronische Bauteil 1 weist eine mehrschichtige 
Umverdrahtungsplatte 2 auf, die ein Schaltungschip 3 tragt/ 
wobei das Schaltungschip 3.iiiit seiner aktiven Oberseite 18 
und einer isolierenden Klebstof f -Folie 22 auf der Umverdrah- 
tungsplatte 2 ausgerichtet und montiert ist. Die mehrschich- 

25 tige Umverdrahtungsplatte 2 weist eine Tragerschicht 25 aus 
vernetztem Kunststoff, der durch Glasfasern oder Kohlefasern 
verstarkt sein kann, auf* Die Kunststoff schicht 25 tragt eine 
magnetische Abschirmschicht 8 aus amorphem Metall oder einer 
amorphen Metall-Legierung vorzugsweise auf der Basis Eisen, 

30 Kobalt Oder Nickel mit Legierungszus^tzen, beispielsweise aus 
Bor, die trotz hoher mechanischer H^rte mit einem E-Modul von 
150 GPa/ einer Zugf estigkeit zwi$chen 1000 und 3000 MPa und 
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einer Vickersh^rte zwischeh 900 und 1100 weichmagnetische Ei- 
genschaften aufweist. 

Die weichmagnetischen Eigenschaf ten schirmen den Speicherchip 
5 12 von magnetischen St5rf©ld©rn^ wie sie durch Trans formato- 
ren, Netzgerate oder Gebiasemotoren in der Umgebung eines 
derartigen eiektronischen Speicherbausteins auftreten kdnnen^ 
ab. Aufgrund der weichmagnetischen Eigenschaf ten der Ab- 
schinaschicht -in einer Dicke zwischen 20 und 75 Mikrometern 
10 1st wegen der amorphen Materialien gewahrleistet, dass diese 
Schicht selbst nicht dauermagnetisiert werden kann, so dass 
eine BeeintrSchtigung des Speicherchips und seiner Funktions- 
fahigkeit unterbleibt. 

15 Die Aufienseite 10 der Umverdrahtungsplatte 2 ist in dieser 

AusfUhrungsforin der Erfindung gleichzeitig die Unterseite des 
eiektronischen Bauteils 1. Auf der Aulienseite 10 der Umver- 
drahtungsplatte 2 sind die AuBenkontakte 7 des eiektronischen 
Bauteils 1 angeordnet, die. tiber eine Umverdrahtungsstruktur 
20 29 aus AuBenkontaktf lachen 28, Umverdrahtungsleitungen 6 und 
Bondkontaktf iSchen 16 tiber Bondverbindungen 21 in einer Bond- 
kanalGffnung 13 niit Kontaktf lachen 5 des Speicherchips 12 
verbunden sind. Die Suiierste Schicht der mehrschichtigen Um- 
verdrahtungsplatte 2 wird von einer Lotstopplackschicht 27 
25 gebildet, welche die Umverdrahtungsleitungen 6 abdeckt und 
die AuBenkontakt-e 7 beziehungsweise die AuBenkontaktf lichen 
28 freilasst. 

Die Bondverbindungen 21 im Bondkanal sind in einer Kunst- ' 
30 stof'f gehausemasse 19 eingebettet und so vor mechanischen und 
elektrischen St5rungen geschutzt* Der Schichtauf bau der inehr- 
schichtigen Umverdrahtungsplatte vom Speicherchip aus gesehen 
. weist somit zunachst eine Klebstof f-Folie 22 ^ anschlieiiend 
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die magnetische Abschirmschicht 8, die in diesem Fall aus ei- 
ner Abschirmf olie 9 besteht, auf und wird von einer Kunst- 
stpffschicht 2 5 getragen, die ihrerseits mit einer Kupf er- 
st ruktur 2 6 plattiert ist und als abschlieliende Aufienschicht 
schutzt sine Lotstopplackschicht 27 die Umverdrahtungsstruk- 
tur 29 der Umverdrahtungsplatte 2 vor aui3erer Beschadigung 
und vor elektrischen Kurz'schlussen sowie vor einem Benetzen 
durch das Aufienkontaktmaterial der Auftenkontakte 7 beim 
Aufldten auf eine tibergeordnete Schaltung einer Leiterplatte. 



10 



■wahrend das Bezugszeichen 10 die Unterselte des elektroni- 
schen Bauteils 1 und gleichzeitig die Aufienseite der mehr-. 
-'^^'^ 10^ schichtigen Umverdrahtungsplatte 2 kennzeichnet ^ wird die 

Chipseite der mehrschi'chtigen Umverdrahtungsplatte ' 2 durch 
15 das Bezugszeichen 15 gekennzeichnet . Der Speicherchip- 12 ist 
in dieser Ausfuhrungsform der Erfindung in eine Kunststof f ge- 
hausemasse 19 eingebettet. Diese Kunststof fgehSusemasse 19 
kann gleichzeitig fur mehrere elektronische Bauteile, die auf 
einem Nutzen hergestellt werden, auf den Halbleiterchip auf- 
20 gebracht werden, wobei gleichzeitig auch die Kunststof fgehSu- 
semasse 19 in die Bondkanalof fnung eingebracht wird. Die 
Bondkanal5ffnung 13 fur die einzelnen Schichten 22, S und 25 
konnen in jede Schicht einzeln vor einem Auf laminieren der 
IX Schichten in dieselben eingebracht warden, wenn diese Schich- 

£2) J^^5 ten als eigenstandige Folien oder Flatten vorliegen. Eine an- 
. dere Mbglichkeit besteht darin, nach Laminieren dieser drei 

Grundschichten 22, 8 und 25 die Bondkanalof fnung in einem Ar- 
beit sschritt einzubringen. 

30 Da sich jedoch die Materialien einer Klebstof f-Folie 15 fur 
die Klebstoff schicht 24 der Umverdrahtungsplatte 2 und die 
. Materialien der Abschirmf olie , 9 far die Abschirmschicht 8 so- 
.wie die Materialien der .Kunststof f schicht fur die TrSgerplat- 
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15 



20 



te wesentlich in ihrer Bearbeitbarkeit voneinander unter- 



turiert und anschliefiend aufeinander auf laminiert • Dabei 
weist die Kunststof f schicht 25 bereits die Umverdrahtungs- 
struktur 29 auf, die ihrerseits bereits mit einer LGt- 
stopplackschicht 27 versehen sein kann. Der Schutz vor itiagne- 
tischen Storfeldern erfolgt in dieser Ausf iihrungsf orm der Er- 
firidung lediglich durch die Abschirmschicht 8 der mehrschich- 
tigen Umverdrahtungsplatte 2, so dass der Schaltungschip 3 
nur einseitig vor magnetischen Storfeldern geschutzt ist. 

Figur 2 zeigt: einen schematischen .Querschnitt durch ein elek- 
tronisches Bauteil einer zweiten Ausf tihrungs form der Erfin- 
dung. Komponenten mit gleichen Funktionen wie in den vorher- 
gehenden Figuren werden mit gleichen Bezugszeichen gekenn-- 
zeichnet und nlcht extra ercSrtert. 

Der Aufbau der mehrschichtigen Umverdrahtungsplatte 2 der 
zweiten Ausf Cihrungsf orm der Erfindung entspricht der Umver- 
drahtungsplatte 2. der ersten Ausf uhrungsf orm der Erfindung, 
da auch hier ein Speicherchip 12, der beispielsweise auch ei- 
nen magnetischen Speicherchip darstellen kann, vor magneti- 
schen Storfeldern geschutzt werden soli. Im Unterschied zur 
ersten Ausf uhrungsf orm ist in dieser zweiten Ausf Uhrungsf orm 
der Erfindung vorgesehen, dass eine nicht strukturierte Ab- 
schirmf olie 9 auf die passive Rtickseite 17 des Speicherchips 
12 laminiert wird. Damit ist die empfindliche aktive Vorder- 
seite 18 des Halbleiterchips von Abschirmfolien 9 einge- 
schlossen, die einerseits auf der Rtickseite des. Halbleiter- 
chips angeordnet sind und andererseits eine Schicht der mehr- 
schichtigen Umverdrahtungsplatte 2 bilden. 



scheiden, werden diese drei Schichten in Folienform vorstruk- 
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Ein weiterer Unterschied dieser zweiten Ausf uhrungsf orm der 
Erfindung zur ersten Aus'f uhrungsf orm der Erf indung besteht in 
der Verwendung eines flachen Bondbandes fur die Bondverbin- 
dung- 21 in der Bondkanalof f nung 13- Dieses Bondband von unter 
5 10 Mikrometern Dicke ist praktisch eine VerlSngerung der Lei-- 
terbahn 6 der Umverdrahtungsstruktur 29. Neben dem Vorteil 
des. beidseitigen Abschirmens der aktiven Vorderseite 18 des 
Speicherchips 12 durch ein amorphes Metall oder eine entspre- 
chende amorphe Metall-Legierung wie in der ersten AusfUh- 
10 rungsform der Erfindung, hat dieses .elektronische Bauteil 1 
den weiteren Vorteil, dass die Bondverbindung 21 wesentlich 
flacher ausgefUhrt werden kann als in der ersten Ausftihrungs- 
yH^ form der Erfindung. 

15 Figur 3 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein elek- 
tronisches Bauteil 1 einer dritten Ausftihrungsf orm der Erfin- 
dung. 'Auch in diesem Fall soil ein Speicherchip mit elektro- 
nischen Speicherzellen oder ein Speicherchip mit magnetischen 
Speicherzellen vor StOrfeldern geschatzt werden. Komponenten 
20 mit gleichen Funktionen wie in den vorhergehenden Figuren 
werden mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht 
extra er5rtert. 



c 



Die Anordnung der Schichten in der mehrschichtigen Umverdrah- 
25 tungsplatte 2 ist in dieser Ausf uhrungsf orm der Erfindung ge- 
andert, so dass die Abschirmschicht 8 in Form einer Abschirm- 
folie 9 auf der Aufienkontaktseite der Umverdrahtungsplatte 2 
angeordnet ist und die Kunststof f schicht 25 auf der Chipseite 
15 der Umverdrahtungsplatte liegt. Dazu weist die Abschirm- 
30 schicht 8 eine zusatzliche Isolierschicht 30, beispieisweise . 
aus einem Ormocermaterial auf, die wenige Mikrometer dick ist 
und ihrerseits die Umverdrahtungsstruktur 29 tr^gt, auf der 
wiederum die Lbtstopplackschicht aufgebracht ist. 
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DarUber hinaus warden weitere Abschirmf olien 9 zur magneti- 
schen Abschirmung des Speicherchips 12 vorgesehen^ indem so- 
wohl auf der Ruckseite 17 des Speicherchips 12 eine nicht 
5 strukturierte Abschirmf olie 9 auflaminiert ist, als auch auf 
der Vorderseite 18 des Speicherchips 12 eine mit einer Bond- 
kanaloffnung 13 strukturierte Abschirmf olie' 9 auflaminiert 
ist. Derartige zusatzliche Abschirmschichten 8 unmittelbar 
auf dem Speicherchip sind dann hilfreich, wenn der Abschirm- 
10 faktor der Abschirmschicht 8 aus amorphem Metall'oder einer 
Metall-Legierung in der Umverdrahtungsplatte 2 nicht aus- 
reicht . 

Alternativ kann.die Abschirmschicht 8 in der Umverdrahtungs- 
15 plciLLa 2 ciucjh mtshxlciyly auisyeruhrL weideri, indem mehrere Ab- 
schirmf olien 9 iibereinander laminiert werden. Doch kann ein 
derartiger Stapel in der Umverdrahtungsplatte 2 nicht den 
Speicherchip 12 vor magnet ischen Storungen von der RtLckseite 
17 aus schiitzen, so dass das Auf laminieren eines Stapels von 
20 Abschirmfolien 9 auf der Ruckseite 7 des Speicherchips 12 in 
Fallen groBer magnetischer StOrfelder erforderlich werden , 
kann. 

Figur 4 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein elek- 
25 tronisches Bauteil 1 einer vierten Ausf iihrungsf orm der Erfin- 
dung. Komponenten mit gleichen Funktionen wie in den vorher- 
gehenden Figuren werden mit gleichen Bezugszeichen gekenn- 
zeichnet und nicht extra erttrtert. 

30 Der mit der vierten Ausf Uhrungs form der Erfindung zu schtit- 
zende Schaltungschip 3 ist ein Logikchip 14, der mit seiner 
aktiven Oberseite 18 nicht zu der Umverdrahtungsplatte 2 ge- 
richtet Lst, sondern entgegengesetzt angeordnet ist, so dass 
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seine passive Ruckseite 17 auf der Umverdrahtungsplatte 2 
Uber eine in diesem Fall elektrisch leitende Klebstof f schicht 
23 verbunden ist. Die mehrschichtige Umverdrahtungsplatte 2 
weist zur Chipseite 15 hin eine strukturierte Abs chirms chicht 
5 8 in Form einer Abschirmf olie 9 auf, die derart strukturiert 
ist, dass sie Offnungen 11 far Bondkontaktf lachen 16 einer 
Umverdrahtungsstruktur 29 freigibt. Die Abschirmschicht 8 aus 
amorphem Metall ist mit Hilfe eines isolierenden Klebstoffs 
beziehungsweise einer isolierenden Klebstof f schicht 24 auf 
10 die Umverdrahtungsstruktur 29 der Kunststoff schicht auflami- 
niert . 

> 

Die Kunststof fschicht 25 weist in dieser vierten Ausfiihrungs- 
form der Erfindung Durchkontakte 31 auf., iiber welche die Um- 

15 verdrahtungsstruktur 29 elektrisch mit den AuSenkontakten 7 
verbunden i$t, Ober einen derartigen Durchkontakt 31 kann . 
auch die Ruckseite 17 des Logikchips .14 mit einem Auflenkon- 
takt 7 beispielsweise zur. Erdung oder zum Anschluss an das 
niedrigste Potential der integrierten Schaltung des Lo- 

20 gikchips 14 verbunden sein, Diese elektrische Verbindung wird 
aber die Umverdrahtungsf olie 9 auf der Ruckseite 17 des Halb- 
leiterchips, eine elektrisch leitende Klebstof fschicht 23, 
eine weitere Abschirmf olie 9 aus elektrisch leitendem, magne- 
tisch abschirmenden amorphem Metall oder einer entsprechenden 
25^ • Metall-Legierung und schlieiilich liber elektrische Kontaktf la- 
chen aus Kupfer und entsprechenden Lotflachen sowie taber ei- 
nen Durchkontakt 31 und eine AuJienkontaktf IMche 28 zu dem Au- 
flenkontakt 7 erreicht. 



30 Somit ist die. Unterseite des Logikchips 14 mit zwei aufeinan- 
dergestapelten Abschirmf olien 9/ die tiber einen leitenden 
Klebstoff 23 miteinander verbunden sind, vor magnetischen 
StOrungen geschiitzt, wahrend die aktive Oberseite 18 durch 
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eine strukturierte Abschirmf olie 9 zusatzlich geschutzt wer- 
den kann. Diese strukturierte Abschirmf olie 9 weist Offnungen. 
11 zur Freilassung der Kontaktf ISchen 5 des Logikchips 14 
auf, so dass fur eine Bondverbindung 21 diese Kontaktf lachen 
5 5 des Logikchips 14 am Rand des Logikchips zuganglich sind. 

Figur 5 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein elek- 
tronisches Bauteil 1 einer funften Ausfuhrungsf orm der Erfin- 
dung* Komponenten mit gleichen Funktionen wie in den vorher- 
10 gehenden Ausfuhrungsf ormen werden mit gleichen Bezugszeichen 
gekehnzeichnet und nicht extra erortert, 

Der Unterschied der fiinften Ausfuhrungsf orm der Erfindung zu 
der vierten Ausf Qhrungsf orm der Erfindung besteht darin, dass 

15 eine Abschirmf olie 9 auf der Aufienseite. des elektronischen 
Bauteils angeordnet ist. Dazu weist die strukturierte TVb- 
schirmfolie 9 Offnungen 11 far die Aufienkontakte 7 auf. Zu- 
satzlich werden die AuBenkontakte 7 von einem Lotstopplack 11 
umgeben, der die AuBenkontakte 7 gleichzeitig von der Ab- 

20 schirmfolie 9 auf der Unterseite des elektronischen Bauteils 
1 isoliert. Auch in dieser Ausfuhrungsf orm! der Erfindung wird 
die Abschirmung fur ein Logikchip 14 eingesetzt, das in sei- 
nem Randbereich Kontaktf lachen 5 aufweist, die bei einer Ab- 
schirmung der aktiven Oberseite 18 des Halbleiterchips mit 

25 einer Abschirmf olie 9 durch entsprechende Offnungen 11 in der 
Abschirmf olie ausgespart werden mtissen. 

Auch in dieser Ausf tlhrungsf orm kann die RUckseite 17 des Lo- 
gikchips 14 mit einem der Aulienkontakte 7 tiber einen . Durch- 
30 kontakt verbunden sein, jedoch wird dieses in dem hier darge- 
stellten Querschnitt der Figur 5 nicht gezeigt. In einer der- 
art . einf achen Ausf lihrungs form der Erfindung besteht die Um- 
verdrahtungsplatte. 2 lediglich aus drei * Schichten, namlich 
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eine Schicht, welche die Umverdrahtungsstruktur 29 mit ent- 
sprechenden Umverdrahtungsleitungen 6 aufweist, ferner eine 
Kunststoffschicht .25, welche die Umverdrahtungsstruktur tragt 
und Durchkontakte 31 aufweist, sowie eine Abschirmschicht 8 
5 aus einer Abschirmfolie 9 mit entsprechenden Offnungen 11 fiir 
die AuBenkontakte 7 des elektronischen Bauteils. Auch in der 
funften Ausf uhrungsf orm der Erf indung wird wie in der vierten 
Ausfuhrungsform der Erfindung die Verbindung zwischen Kon- 
taktflSchen 5 des Logikchips 14 mit der Umverdrahtungsstruk- 
10 tur 29 uber eine Bondverbindung 21 erreicht. 

o * . 
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Bezugszeichenliste 



1 elektronisches Bauteil 

2 mehrschichtige Umverdrahtungsplatte 
5 3 Schaltungschip 

4 magnetischer Speicherchip 

5 Kontaktfiachen des Chips 

6 Umverdrahtungsleitungen 

7 Aufienkontakte 
10 8 Abschirmschicht 

9 Abschirmfolie 

10 AuBenseite dex Umverdrahtungsplatte • 

11 Offnungen in der Abschirmschicht 

12 Speicherchip 

15 13 Bondkanal5f fnung 

14 Lcgikchip 

15 - Chipseite der Umverdrahtungsplatte 

16 Bondkontaktf lichen 

17 Rtlckseite des Schaltungschips 
20 18 Vorderseite des Schaltungschips 

19 Kunststof fgehausemasse 

20 elektrische Verbindung 

21 Bondverbindung 

22 Klebstoff-Folie 

25 23 elektrisch leitende Klebstof f schicht 

24 . Klebstof f schicht 

25 Kunststoffschicht 

26 Kupferstruktur 

27 Ldtstopplackschicht 
30 28 AuBenkontaktfiachen- 

29, Umverdrahtungsstruktur 

30 Tsolierschicht 

31 Durchkontakte 
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Patentanspruche 

1. Elektronisches Bauteil (1) mit einer mehrschichtigen Um- 
verdrahtungsplatte (2), die einen Schaltungschip (3) 
insbesondere einen. inagnetischen Speicherchip (4) tragt 
und Kontaktflachen (5) des Chips uber Umverdrahtungslei- 
tungen (6) mit Aufienkontakten (7) des elektronischen 
Bauteils (1) verbindet^ wobei die Umverdrahtungsplatte 
(2) mindestens eine strukturierte, magnetische Abschirm- 
schicht (8) aus einem amorphen Metall oder einer • amor-, 
phen Metall-Legierung aufweist* 



2. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1^ 
(3 ''^j cladurch.gekennzeichnet/ daiss 

15 <d€r Schaltungschip (3) magnetische Speicherzellen auf- 

weist. / 

3'. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1, 
dadurch gekenhzeiqhnet, dass 
der Schaltungschip (3) ein Logikchip (14) ist. 



20 



4, Elektronisches Bauteil nach einem dex vorhergehenden An- 
spruche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
. 25 die Abschirmschicht .(8) eine strukturierte Abschirmf olie 

(9) mit einer Dicke zwischen 20 und 75 Mikrometer ist. 

(^) ^' Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 

^^'"^ spruche, 

30 dadurch g e k e n ri 2 e i c h n e t , dass 

die Abschirmschicht (8) raehrere gestapelte und aufeinan- 
der laminierte Abschirmf olien (9) aufweist. 

Elektronisches Bauteil^ nach einem der vorhergehenden An- 
35 spruche, 

dadurch gek-ennzeichnet, dass 



Datum 01.07.02 14:16 FAXG3 Nr: 540544 von NVS:FAXG3.l0.0201/0 (Seite 25 von 38) 



0i^JUL-2002 13:28 



SCHUiEIGER & PARTNER 



+49 89 32199388 



S. 26/38 



FIN 393 




,0203608 



23 



das amorphe Metall eine Kobalt Oder Kobaltlegierung auf- 
weist. 



15 



20 



25 
30 



Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 



dadurch g e k e n n z e i c h n e t ; dass 

das amorphe Metall eine Bor/Eisen-Legierung aufweist. 

8. Elektronisches Bauteil nach. einem der vorhergehenden An- 
sprtiche, 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

das amorphe Metall eine Sattigungsinduktiom zwischen 0,5 
und 1 Tesla aufweist. 

9. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 

sprQche,' 

dadurch g e k e n n 2 e i c h n e t , dass 

das amorphe Metall eine Sattigungsmagnetostriktion klei-- 
ner als 0,2 x 10"® aufweist- ' 

10. Elektronisches Bauteil nach eiriem der vorhergehenden An- 

spruche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

das amorphe Metall eine Curietemperatur zwischen 200 "C 

und 500 aufweist. 

11. , Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 

sprtiche, 

dadurch gekennzei c'h net, dass 

die strukturierte Abschirmschicht (8) auf der Auibenseite 
(10) der Umverdrahtungsplatte (2), die dem Schaltung- 
schip (3) gegenuberliegt, angeordnet ist, wobei die Ab- 
schirmfolie (9) mindestens Offnungen (11) far in vorge-* 
gebenem Rastermafi> ringf 5rmig oder in einer Matrix ange- 
ordnete AuJienkontakte (7) aufweist. . . ' 



spruche. 



I 



Datum. 01. 07.02 14:16 FAXG3 Nr: 540544 von NVS:FAXG3. 10.020 1/0 (Seite 26 vpn 38) 



01-JUL-2002 13:29 SCHUEIGER & PftRTNER +49 89 32199388 ' S.27>'3B 

FIN 393 BgB|0203608 24 



15 



12. Elektroniaches Bauteil nach einem nach einem der vorher- 
gehenden AnsprUche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
die strukturierte Abschirmschicht (8) der Umverdrah- 
5 tungsplatte (2) eines Speicherchips (12) mindestens eine 

Bondkanalof fnung aufweist, 

13, Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 
sprache, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die strukturierte Abschirmschicht (8) auf der Chipseite 
(15) der Umverdrahtungsplatte (2) angeordnet ist und 
mindestens Offnungen (11) far Bondkontaktf lachen (16) 
aufweist. * , 



o # 



14. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden Ah- 
spruche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
der Schaltungschip (3) auf seiner RUckseite (17) eine 
20 Abschirmfolie (9) aufweist. 

15. Elektronisches Bauteil nach einem dor vorhergehenden An- 
spruche, 

dadurch gekennzeichnet, dass- 
25 der Schaltungschip (3) auf seiner aktiven Vorderseite 

(18) eine strukturierte Abschirmfolie (9), in der minde- 
stens Offnungen (11) fur die Kontaktf lichen (5) der 
Schaltungschips (3) vorgesehen sind^ aufweist. 



30 16. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 
spruche,- 

dadurch g e k e h n z e i c h n e t , dass 

die' Abschirmschicht (8) a:uf der Umverdrahtungsplatte (2) 
mindestens einen Schirmfaktor zwischen 50 und 100 auf- 
35 weist - 
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17. Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauteils 
(1)/ das eine mehrschichtige Umverdrahtungsplatte (2) 
aufweist, die mindestens einen Schaltungschip (3) trSgt 
und Kontaktflachen (5) des Schaltungschips Qber Umver- 
drahtungsleitungen (6) mit AuBenkontakten (7) des elek-. 
tronischen Bauteils (1) verbindet, wobei die Umverdrah- 
tungsplatte (2) mindestens eine strukturierte, magnet i- 
sche Ab s chirms Chi cht (8) aus einem amorphen Metall Oder 
einer amorphen Metall-Legierung aufweist, wobei das Ver- 
fahren folgende Verf ahrensschritte aufweist: 

Strukturieren einer Abschirmf olie (8.) aus amorphem 
Metall Oder einer amorphen Metall-Legierung fQr ei- 
nen Nutzen mit mehreren Bauteilpositionen, 
Auflaminieren der strukturierten Abschirmf olie (8) 
. * auf die Umverdrahtungsplatte (2) des Nutzens^ 

Aufbringen und elektrisches Verbinden von Schal- 
tungschips (23) in den Bauteilpositionen der Umver- 
drahtungsplatte (2) des Nutzens, 

Aufbringen einer Kunststof f gehausemasse (19) auf 
den Nutzen unter Einbetten der Schaltungschips (3) 
urid der elektrischen Verbindungen (20), 
Aufbringen von AuJienkontakten (7) in den Bauteilpo- 
sitionen des Nutzens, 

Vereinzeln der Bauteilpositionen des Nutzens zu 
25 einzelnen elektronischen Bauteilen (1), 

18. Verfahren nach Anspruch 17, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

das Strukturieren der Abschirmf olien (9) mit tela Stanzen 
30 von vorbestimmten Mustern von Offnungen (11) erfolgt, 

19. Verfahren nach Anspruch 17, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

das Strukturieren der Abschirmfolien (9) mittels Laser- 
35 abtrag erfolgt. 



20 
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Verfahren nach einem der Anspruche 11, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

das Strukturieren der AlDschinnf olien (9) mittels Atzver- 
fahren durch eine Atzraaske erfolgt, 

21. Verfahren nach einem der Anspruche 17 bis 20, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
die strukturierte Abschirmf olie (9) vor dem Aufbringen 
der Schaltungschips (3) auf die Chipseite (15) der Um- 
verdrahtungspiatte (2), welche die Schaltungschips (3) 
tragt, unter Freilassung der fur die Bondverblndungen 
(21) vorgesehenen Flachen auf laminiert wird. ^ 

C3l|||; 22. Verfahren nach einem der Anspruche 17 bis 20, 

15 dadurch gekennz.eichhet, dass 

die strukturierte Abschirmf die (9) auf die Aufienseite 
(10) der Uruverdrahtungsplatte (2), welche die Aulienkon- 
takte .(7) trSgt, unter Freilassung der fur die Auiienkon- 
takte (7) vorgesehenen FlSchen auflaminiert wird. 

20 

23. Verfahren nach einem der Ansprtiche 17 bis 22, 
dadurch gekennzeichnet^dass 

in den Bauteilpositionen des Nutzens Schaltungschips (3) 
mit magnetischen Speicherzellen auf die Umverdrahtungs- 
25 platte (2) aufgebracht werden* 

24. Verfahren nach einem der AnsprQche 17 bis 23, 
dadurch gekennzeichnet. , dass 

clen Bauteilpositionen des Nutzens Schaltungschips (3) 
30 mit Logikschaltungen auf die Umverdrahtungsplatte (2) 

aufgebracht werden. 

25. Verfahren nach einem der Anspruche 17 bis 24, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

mehrere strukturierte Abschirmf olien (9) aufeinander la- 
miniert werden. 



Datum 01.07.02 14:16 FAXG3 Nr: 540544 von NVS:FAXG3.i0.0201/0 (Seite 29 von 38) 



01-JUL~2002 13:30 SCHWEIGER & PARTNER 

FIN 393 27 



+49 89 32199388 S. 30/38 



26. Verfahren nach einem der Ansprache 17 bis 25, 
dadurch g e Jc e n n 2 e i c h n e t , dass 
vor dem Aufbringen der Schaltungschips (3) auf die Urn- 
verdrahtungsplatte (2) auf den Ruckseiten (17) der 
Schaltungschips (3) Abschirmf olien (9) aufgebracht wer- 
den. 

27. Verfahren nach einem der AnsprUche 17 bis 26, 
dadurch g e k e n n 2 e i c h n e t , dass 

vor dem Aufbringen der Schaltungschips (3) auf die Um- 
verdrahtungsplatte (2) auf der aktiyen Vorderseite (18) 
der Schaltungschips (3) • strukturierte Abschirmf olien (9) 
unter Freilassen der Kontaktf lachen (5) der Schaltung- 
O ^(#^ schips (3) aufgebracht werden. 

15 



10 



o m 
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Zusammenf assung 

Elektronisches Bauteil mit mehrschichtiger Umverdrahtungs- 
platte und Verfahren zur Herstellung desselben. 

5 

Die Erfindung betrifft eia elektronisches Bauteil (Dmit ei- 
ner mehrschichtigen Umverdrahtungsplatte (2), die einen 
Schaltungschip {3) r insbesondere einen magnetischen Speicher- 
chip (4) trSgt und Kontaktf lichen des Chips (5) tiber Umver- 

10 drahtungsleitungen (6) mit Auiienkontakten (7) des elektroni- 
schen Bauteils (1) verbindet. Die Umverdrahtungsplatte (2) 
weist mindestens eine strukturierte magnetische Abschirm- 
schicht (8) aus einem amorphen Metall oder einer amorphen Me- 
tall-Legierurig auf , Ferner umfasst die Erfindung ein Verfah-- 

15 ren zur Herstellung dieses elektronischen Bauteils. (1) * 

[Figur 1] 
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